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Theroom-temperatureepitaxialgrｏｗｔｈｏｆＮｉＯ(１１１)thinfilmswassuccessfullyachieved

ona-Al203(0001)substratesusingapulsedlaserdepositionmethod,Theeffectsofoxygen

pressureandlaserfluenceonthefilmqualitywereinvestigatedusingX-raydiffraction,X-

raypolefigure,reflectionhigh-energyelectrondiffractionandatomicfbrcemicroscopy､Ｔｈｅ

orientationrelationshipbetweenthefilmandthesubstratewereNiO[１１１]//a-Al203[OOOl]，

ＮｉＯ[１０１]//a-Al203[lOIO］ａｎｄＮｉＯ[211]//a-Al203[１１２０]､Alotofdomainswereobserved

ontheｆｉｌｍsurfaceandshowedsixfOldsymmetry、Theseresultscanbeexplainedbythe

higher-orderepitaxymechanismenablingfOurfOldlongerin-planelatticeparametersofNiO

(１１１)tomatchwiththreefbldlongerparametersa-Al203(0001)withlesstha、4.5％lattice

misfit､Thecrystallinityofepitaxialfilmswassignificantlyimprovedbytheexpansionofthe

in-planelatticeparameter・Ｔｈｉｓｉｓｄｕｅｔｏｔｈｅｒｅｌａｘａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｌatticemisfitbetweenthefilm

andthesubstrateattheinitialgrowth．
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はじめに

薄膜結晶成長は，今日の情報化社会をハードウェア

の面から支える電子・光デバイスの作製にとって必要

不可欠な技術である．薄膜結晶には，エピタキシャル

成長により得られる単結晶薄膜とガラスのような非晶

質基板上に作製する多結晶薄膜があり，前者はレーザ

ダイオードや高速電子デバイスの作製に使用され，後

者は液晶を駆動する安価で大面積なトランジスタアレ

イや大面積の太陽電池の作製に使用されている．

従来，ヘテロエピタキシーを利用した単結晶薄膜の

成長は出来るだけ格子定数が一致する基板を使用し，

膜の二次元成長の促進による結晶性の高い膜を作製す

ることが一般的であった．しかし，近年紫外・青色発

光デバイスとしてトピックスとなっているＧａＮでは，

格子定数のミスマッチが大きいサファイヤ基板上への

ヘテロエピタキシーによって，高結晶'性薄膜の成長に

成功した')．この結果は，材料と基板の組み合わせや

人工的に界面に歪みを導入した新しい物性の発現など
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